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Exercice |

’ i = = = ®*msl, e=16.107C,
On rappelle I valeur des constantes universelles suivantes : h = 6,63.107* J.s, c=3.10" m.s™, €

k= 1,38.10% K",

I, Rappeler la relation liant la longueur d’onde & la hauteur de la bande interdite dans une photodiode.

2. On désire réaliser une photodiode 4 partir de Al, Ga;x As dont la longueur d’onde soit égale & 0,780 pm.
Caleuler la proportion x d’atomes d’aluminium sachant que la hauteur de la bande interdite est donnée par :

Eg (Alx Gajx As) = 1,425 4 1,155.x + 0,37.x2 (en e.V).

Fxercice 2 : Circuits associés 4 une photodiode
Pour chacun des trois montages suivants :

1°/Donner le mode de fonctionnement de la photodiode ;
2°/Exprimer la tension de sortie Vs ;
3%/Cette tension varie-t-elle avec le flux lumineux incident ?
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Exercise 3

1. On donne Ia caractéristique suivante d’une photodiode :
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Déterminer intensité de court-

serait la résistance R qui, mise

circuit Ice, le potentiel photovoltaique Vp et le courant d’oi)scﬁﬁtt‘; Is. Quelle
en paralléle sur cette diode illuminée, absorberaj i i
— N - roerait le maximum de puissance ?




